TRANSISTORS NPN

par diffusion au silicium

Transistors de commutation rapide pour courants forts.

Disposition des électrodes

et encombrement

max 9,5 : maxi3

J

Boitier JEDEC TO 3
1*[ Collecteur relié au boitier
| n——

Poids : 21 g. environ

max 395
max 20,3 .

P

103 315

Dimensions en millimetres Echelle 1/1

Yaleurs limites d'utilisation BDY 10 BDY11

Tension collecteur base

Tension collecteur emetteur

Tension émetteur base

Courant créte de collecteur

Courant continu de collecteur

Courant créte d'émetteur

Courant continu d'émetteur
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Courant continu de base

Caracteristiques thermiques

Puissance de dissipation du collecteur

Température de jonction

Température de stockage

Résistance thermique jonction - air ambiant
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BDY10
BDY1l1

Caracteéristiques s’rahques

(tamb = 250 C

IC: 10 rnA, VEB =0
I[c=1mA, VEB =0
Ic=2A, VEB = -2V

Tension de claquage
collecteur émetteur

V(BR)CES

(BR)CES
V(BR)CEX

Tension de claquage = =30 mA, Tg =0 V(BR)

collecteur -base

Tension de claquage

I = 30 mA, IC: 0 V(BR)EBO

emetteur-base

Courant résiduel du I[g =0, Vcg = 20V
Ig =0, Vcg = 50V, b= 1750C

Ig =0, VCB = 100V, b= 175°C Icro
IC — 0, IVCB = 2V
IC =0, VEB = 5V
I[c =0, VEB =V, t = = 175°C

collecteur

Courant résiduel de
|' émetteur

Potentiel flottant
emetteur base

I[g =0, Vcg = 40V
Ig =0, VCB = 100V

Ig =0,2A, Vcgp =0
IE — 2A, VCB =0

Tension de saturation Ig = 250 mA, [= 2 A
collecteur émetteur

Tension base émetteur

Rapport de transfert Ig =0,2A, Vcp =0 hotE
direct du courant Ig =2A, Vcg =0 ho1E
(gain statique) Ig = 4A, VCB =0 h2]E

Caracteristiques dynamiques (ty,|, =25°C)

Fréquence de transition
Capacité de sortie

I =0,2A, Vcp = 5V
Ig =0, Vcg = 20V, t =450KHz
IE=]A,f=]MHz

Résistance intrinseque
de base

Caracteristiques de commutation

Temps de réponse
Temps de croissance

Vcc— 12V, Ic = 1,5A
VBE = -8, 5V IB] 150 mA
IBQ = 300 ITIA RG = 50 ()

Temps d'accumulation
des porteurs

Temps de décroissance
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